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ภาคผนวก ก

การคำนวณส้ญญาณรบกวน

การคำนวณสัญญาณรบกวนที่อ ินพ ุตของวงจรขยายภาคต้น(Pre-amplifier) โดยใช้ 

ออปแอมป็ มีดังต่อไปนี้

« พ */, = [ ( ^ -)2 + ( ^ ; ) 2 2 + « 1)2 + « , ) 2]1/2 (ก.ฯ)

{ e lŸ  = 4 * 7 * ;  (ก.2)

F =e Bn(rm s) n i( to ta l)  eq
ใ / 2 (ก.ร)

เม่ือ eni คือ แรงดันรบกวนที่อินพุตออปแอมป็ 

i ni คือ กระแสรบกวนที่อินพุตออปแอมป็

R +eq คือ ความต้านทานสมมูลที่อินพุตของออปแอมป๋ด้านไม่กลับขั้ว 

R~q คือ ความต้านทานลมมูลที่อินพุตของออปแอมป๋ด้านกลับขั้ว 

B eq คือ แบนดํวิดท์สมมูลที่พิจารณา หรือ เรียกว่า “Power bandwidth" 

K  คือ ค่าคงตัวโบลต์ซมันน์ = 1.38x10'23 Joules/K 

T คือ อุณหภูมิส ัมบูรณ์ (K) ปกติจะคิดที่ 300 K

ตัวอย่างการคำนวณสัญญาณรบกวนในบทที่ 3 ของไอซีเบอร์ AD604 ของบริษัท 

Analog Devices Inc. ซึ่งมีค่า eni = 0.8 nV /V ïïz และ ini =3 pA/-v/Hz และจากวงจรที่ออก 

แบบจะได้ว่า R+q = 75 Q, R~q = 0 Q, Beq «1.4B และ T = (273 + 85)K แทนค่าใน 

สมการก.1 )และก.2 )จะได้ v n(nns) =0.987 «1 uV(nns)

I
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ไ ด อ ะ แ ก ร ม ข อ ง ว ง จ ร แ อ น ะ ล อ ก ภ า ค ต ร ว จ จ ับ  PD
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การตื้งค่าดิปสวิตช์สำหรับแผงวงจรที่ออกแบบสร้าง

การตังค่าดิปสวิตชํในแผงวงจรมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดเบสแอดเดรสของการ์ดในการ 

อ่านและเขียนอินพุตเอาต์พุตพอร์ต ซ่ึงสามารถต้ังค่าได้ตังตารางท่ี ค.1

ตารางท่ี ค.1 การต้ังค่าดิปสวิตซ์

เบสแอดเดรส 

อินพุต

เอาต์พุตพอร์ต

รพร รพ 7 รพ 6 รพ 5 รพ 4 ร พ 3 ร พ 2 SW1

; 200-207 0 0 0 0 0 0 0 0

208-20F 0 0 0 0 0 0 0 1

210-217 0 0 0 0 0 0 1 0

218-21F 0 0 0 0 0 0 1 1

220-227 0 0 0 0 0 1 0 0

228-22F 0 0 0 0 0 1 0 1

230-237 0 0 0 0 0 1 1 0

238-23F 0 0 0 0 0 1 1 1

240-247 0 0 0 0 1 0 0 0

248-24F 0 0 0 0 1 0 0 1
250-257 0 0 0 0 1 0 1 0

258-25F 0 0 0 0 1 0 1 1

260-267 0 0 0 0 1 1 0 0

268-26F 0 0 0 0 1 1 0 1

270-277 0 0 0 0 1 1 1 0

278-27F 0 0 0 0 1 1 1 1

280-287 0 0 0 1 0 0 0 0
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เบสแอดเดรส 

อินพุต

เอาต์พุตพอร์ต

รพร รพ 7 รพธ รพร รพ 4 รพ 3 รพ 2 SW1

288-28F 0 0 0 1 0 0 0 1

290-297 0 0 0 1 0 0 1 0

298-29F 0 0 0 1 0 0 1 1

2A0-2A7 0 0 0 1 0 1 0 0

2A8-2AF 0 0 0 1 0 1 0 1

2B0-2B7 0 0 0 1 0 1 1 0

2B8-2BF 0 0 0 1 0 1 1 1

2C0-2C7 0 0 0 1 1 0 0 0

2C8-2CF 0 0 0 1 1 0 0 1

2D0-2D7 0 0 0 1 1 0 1 0

2D8-2DF 0 0 0 1 1 0 1 1

2E0-2E7 0 0 0 1 1 1 0 0

2E8-2EF 0 0 0 1 1 1 0 1

2F0-2F7 0 0 0 1 1 1 1 0

2F8-2FF 0 0 0 1 1 1 1 1

300-307 0 0 1 0 0 0 0 0

308-30F 0 0 1 0 0 0 0 1

310-317 0 0 1 0 0 0 1 0

318-31F 0 0 1 0 0 0 1 1

320-327 0 0 1 0 0 1 0 0

328-32F 0 0 1 0 0 1 0 1

330-337 0 0 1 0 0 1 1 0

338-33F 0 0 1 0 0 1 1 1

340-347 0 0 1 0 1 0 0 0

348-34F 0 0 1 0 1 0 0 1

350-357 0 0 1 0 1 0 1 0

358-35F 0 0 1 0 1 0 1 1
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เบสแอดเดรส 

อินพุต

เอาต์พุตพอร์ต

รพร รพ 7 รพ 6 รพร รพ 4 รพ 3 ร พ 2 SW1

360-367 0 0 1 0 1 1 0 0

368-36F 0 0 1 0 1 1 0 1

370-377 0 0 1 0 1 1 1 0

378-37F 0 0 1 0 1 1 1 1

380-387 0 0 1 1 0 0 0 0

388-38F 0 0 1 1 0 0 0 1

390-397 0 0 1 1 0 0 1 0

398-39F 0 0 1 1 0 0 1 1

3A0-3A7 0 0 1 1 0 1 0 0

3A8-3AF 0 0 1 1 0 1 0 1

3B0-3B7 0 0 1 1 0 1 1 0

3B8-3BF 0 0 1 า 0 1 1 1

3C0-3C7 0 0 1 1 1 0 0 0

3C8-3CF 0 0 1 1 1 0 0 1

3D0-3D7 0 0 1 1 1 0 1 0

3D8-3DF 0 0 1 1 1 0 า 1

3E0-3E7 0 0 1 1 1 1 0 0

3E8-3EF 0 0 า า 1 1 0 1

3F0-3F7 0 0 1 1 1 1 1 0

3F8-3FF 0 0 1 1 1 1 1 1
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โ ค ร ง ส ร ้า ง ข ้อ ม ูล ท ี่ใ ช ใ น ก า ร ต ิด ต ่อ ก ับ ด ีไ ว ซ ์ไ ด ร เว อ เ  PD.VxD

โครงสร้าง (Structure) ทุกตัวต้องมีการทำ 8 words boundary aligning ประกอบด้วย 

HWCON, PDRealtimeParam, PDOfflineParam และ PDAnlParam ตังมีรายละเอียดต่อไปนี

1) HWCON มีรายละเอียดของโครงลร้างแสดงในตารางที, ง.1

ตารางที่ ง.1 โครงสร้างของ HWCON ซึ่งเป็นพารามิเตอร์โดยป!'ยายของฮาร์ดแวร์

The Hardware Parameter Type Range Realtime Offline Analysis Note

1 Gain. int - 1 1 1

2 Threshold int - 1 1 1

3 Lockouttime int - x18f x18f x18f

4 Pdoffset int - 0 0 0

5 Tvoffset int - 0 0 0

6 Add offset int - 0 0 0 Not used

7 Adc2offset int - 0 0 0 Not used

8 Freq int 50,100, 200 50 50 50

9 Intext int 0,1 (int, ext) 1 1 1

10 Controlreg int - - - -

11 Portbase int X280 -  X380 x280 x280 x280

12 Irqchannel int 10, 11 10 10 10

13 Drqchannel int 5,6 5 5 5

หมายเหตุ: int น้ันมี'ขนาด 32 บิต (ใน MSVC สิงเดียวท่ีรับประกันได้ว่ามีขนาด 16 บิต คือ WORD)

2) PDRealtineParam มีรายละเอียดของโครงสร้างแสดงในตารางที่ ง.2 และ ง.3 โดยกระบวนการคือ 

สร้าง Thread ขึ้นมา 2 ตัว สำหรับ 2 Event โดยให้แต่ละ Thread รอคอย Event แต่ละตัว ข้ัน

ตอนการทำงานปกติคือ เรมการทำงานเมื่อไต้รับคำสัง READ PD REALTIME เมื่อ Thread ท่ีรอ
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คอยสัญญาณ retrieving data ได้ร ับสัญญาณก็จะทำคำสัง READ_PD_DATA_TAKEN เพ่ือรับ 

ข ้อมูลที่ล,งมาจากฮาร์ดแวร์วนรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ร ับคำสัง READ_PD_DATA_END 

(อีก Thread ใช้สำหรับรอคอยสัญญาณ ack overrun เมือเกิดการ overrun ซึงใช้เฉพาะการถ่าย 

โอนข้อมูลในโหมด DMA เท่าน้ัน)

ตารางที่ ง.2 โครงสร้างของ PDRealtimeParam ส่วนที่ป้อนเข้าส่ DevicelOControl

Parameter Type Range

hwParam HWCON
To use Program I/o 

Let hwParam.drqchannel = 0

EventArray HANDLE [2]
[0] = Ring 0 Event Handle to retrieving data 

[1] = Ring 0 Event Handle to ack overrun

ตารางที่ ง.3 โครงสร้างของ PDRealtimeParam ส่วนที่รับมาจาก DevicelOControl

Parameter Type Note

OutBuf Char* Pointer to data buffer

Bytes ret DWORD Size of data buffer in bytes

3) PDOfflineParam มีรายละเอียดของโครงสร้างแสดงในตารางที่ ง.4 และ ง.5 โดยกระบวนการ 

คือ สร้าง Thread ขึ้นมา 1 ตัว เพื่อรอคอย 1 Event คือ retrieving data ขั้นตอนการทำงานคือ 

เรียกใช้ด้วยคำสัง PD_OFFLINE

ตารางที่ ง.4 โครงสร้างของ PDOfflineParam ส่วนที่ป้อนเข้าส่ DevicelOControl

Parameter Type Range

HwParam HWCON -

EventArray HANDLE Ring 0 Event Handle to retrieving data

Sync Int
0 = Internal Sync

1 = External Sync
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ตารางที่ ง.5 โครงสร้างของ PDOfflineParam ส่วนที่รับมาจาก DevicelOControl

Parameter Type Note

OutBuf Char* Pointer to data buffer

Bytesret DWORD Size of data buffer in bytes

4) PDAnlParam มีรายละเอียดของโครงสร้างแสดงในตารางที่ ง.6 โดยกระบวนการคือ สร้าง 

Thread ขึ้นมา 1 ตัว เพื่อรอคอย Event ตัวใดตัวหนึ่งใน 2 Event ขั้นตอนการทำงานคือ เรืยก'ใช้ 

ด้วยคำสัง PD_ANALYSIS

ตารางที่ ง.6 โครงสร้างของ PDOfflineParam ส่วนที่ป้อนเข้าส่ DevicelOControl 5

Parameter Type Range

HwParam HWCON -

PFName Char [12] Output file name 1

Timer ULONG in seconds

EventArray HANDLE [2]

[0] = Ring 0 Event Handle to ack close file

success

[1] = Ring 0 Event Handle to ack close file

error and set time out error

Ntime WORD Number of times I

5) การตั้งค่าพารามิเตอร์ของการ์ด คำสัง'ใน DevicelOControl คือ SETPARAM โดยตั้งค่าใน 

hwParam ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ HWCON โดยจะทำการเปรียบเทียบค่าในแต่ละ Field ว่าเหมือน 

เดิมหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนเดิมจะทำการโปรแกรมค่าใหม่ลงไปแทน
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